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(57) Abstract: A method for producing a light-emitting
semiconductor component is specified, wherein a light-
emitting semiconductor chip (2) is arranged on a
mounting area (10) of a carrier (1), wherein the
semiconductor chip (2) is electrically connected to
electrical contact regions (11, 12) on the mounting area
(10), and wherein an encapsulation layer (3) is applied
to the semiconductor chip (2) by means of atomic layer
deposition, wherein all surfaces of the semiconductor
chip (2) which are free after mounting and electrical
connection are covered with an encapsulation layer (3).
Furthermore, a light-emitting semiconductor component
is specified.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur

Herstellung eines Licht emittierenden
Halbleiterbauelements angegeben, bei dem ein Licht
emittierender ~ Halbleiterchip 2) auf  einer

Montagefliche (10) eines Trdgers (1) angeordnet
wird,bei dem der Halbleiterchip (2) an elektrische
Kontaktbereiche (11, 12) auf der Montagefldche (10)
elektrisch angeschlossen wird und bei dem eine
Verkapselungsschicht 3) mittels
Atomlagenabscheidung auf den Halbleiterchip (2)
aufgebracht wird, wobei alle nach der Montage und dem
elektrischen  Anschluss freien Oberflichen des

Halbleiterchips (2) mit einer Verkapselungsschicht (3) bedeckt werden. Weiterhin wird ein Licht emittierendes Halbleiterbauelement
angegeben.
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only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4, I:l No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
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multiple (groups of) inventions, as follows:
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Method for manufacturing a light-emitting semiconductor component, in which method a
light-emitting semiconductor chip is arranged on a mounting surface of a substrate, and an
encapsulation layer is provided on the semiconductor chip by atomic layer deposition. The
encapsulation layer is applied to at least part of the mounting surface.

1.1.  Claim: 11

A wavelength conversion element is arranged on the semiconductor chip and covered by the
encapsulation layer.

2. Claims: 6,7, 12-15

A light-emitting semiconductor element with an encapsulation layer, wherein a light-emitting
semiconductor chip is mounted on a substrate by means of an electroconducting sintering
material.

3. Claims: 8-10

Method for manufacturing a light-emitting semiconductor component, in which method a
light-emitting semiconductor chip is arranged on a mounting surface of a substrate, and a
reflecting layer is provided on part of the mounting surface. The reflecting layer is covered by the
encapsulation layer.
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Feld Nr.1l Bemerkungen zu den Anspriichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

GemaB Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Griinden fir bestimmte Anspriiche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. I:' Anspriche Nr.
weil sie sich auf Gegensténde beziehen, zu deren Recherche diese Behérde nicht verpflichtet ist, namlich

2. I:' Anspriche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre-
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeflihrt werden kann, namlich

3. |:| Anspriche Nr.
weil es sich dabei um abhangige Ansprliche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. Il Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehérde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt:

siehe Zusatzblatt

-

Da der Anmelder alle erforderlichen zusatzlichen Recherchengeblihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriiche.

2 I:' Da fur alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefiihrt werden konnte, der
’ zusatzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt héatte, hat die Behérde nicht zur Zahlung solcher Gebuihren aufgefordert.

3. I:' Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriiche, fur die Geblhren entrichtet worden sind, namlich auf die
Anspriche Nr.

4. |:| Der Anmelder hat die erforderlichen zusétzlichen Recherchengebuihren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprichen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusétzlichen Recherchengeblhren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebiihr gezahlt.

Die zuséatzlichen Recherchengebihren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebuhr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

m Die Zahlung der zuséatzlichen Recherchengebiihren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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WEITERE ANGABEN PCTASA/ 210

Die internationale Recherchenbehdorde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt,
namlich:

1. Anspriiche: 1-5, 11

Verfahren zur Herstellung eines Licht emittierenden
Halbleiterbauelements, bei dem ein Licht emittierender
Halbleiterchip auf einer Montageflache eines Tragers
angeordnet wird, bei dem eine Verkapselungsschicht mittels
Atomlagenabscheidung auf den Halbleiterchip aufgebracht
wird. Die Verkapselungsschicht ist mindestens auf einen
Teil der Montageflache aufgebracht.

1.1. Anspruch: 11

Ein Wellenlangenkonversionselement wird auf dem
Halbleiterchip angeordnet und durch die Verkapselungsschicht
bedeckt.

2. Anspriiche: 6, 7, 12-15

Ein Licht emittierendes Halbeleiterelement mit einer
Verkapselungsschicht, wobei ein Licht emittierender
Halbleiterchip auf einem Trdger durch ein elektrisch
leitendes Sintermaterial montiert ist.

3. Anspriiche: 8-10

Verfahren zur Herstellung eines Licht emittierenden
Halbleiterbauelements, bei dem ein Licht emittierender
Halbleiterchip auf einer Montageflache eines Tragers
angeordnet wird, bei dem auf einem Teil der Montageflache
eine Spiegelschicht angeordnet ist. Die Spiegelschicht wird
durch die Verkapselungsschicht bedeckt.
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